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ガリウム枇素 (GaAs) にテルル (Te) とカドミウム(Cd) をイオン注入し， Te と Cd が結晶中で
占める格子位置と注入により発生する格子欠陥に関して，ヘリウムイオンのチャネリング効果を用い






が， Te と Cd に関して高濃度置換位置を与え，なわかっ格子欠陥量を少なくするための臨界注入温
度が100t! ~200t!の聞に存在すること， 200 t! ~ 300"Cの温度領域で注入すれば焼鈍しなくても高濃度
置換位置が得られ，注入時に発生する格子欠陥量を少なくできること，室温注入時には注入後 8000C
の焼鈍を行なっても置換位置を占めず，置換位置より 0 ， 3~0 ， 8Å 変位した位置を占めること，室温で
は，注入イオン 1 個あたり 1900個の変位原子が生じ， ~1014/cm2 の注入量で注入層がアモルファスと













ずかに変位した位置を占めていたためであることを明らかにし， GaAs においては 200~ 以上の高温
イオン注入が特に有効であることを示した.
これらの研究は化合物半導体へのイオン注入効果の解明に有力な手掛りを与えるものであり，博士
論文として価値あるものと認められる.
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